Tranzystor
zasada dziatania



Budowa tranzystora

Tranzystor jest elementem 3- warstwowym, w ktdrym wystepujg 2 ztgcza: p-n i n-p.
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3 elektrody:
E — Emiter (Emitter)
Emiter C — Kolektor (Collector)
Baza B — Baza (Base)
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Zasada dziatania tranzystora

Na ztgczach p-ni n-p tranzystora powstaje bariera potencjatu w wyniku
przemieszczania sie (dyfuzji) nosnikdw wiekszosciowych.
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Zasada dziatania tranzystora

Tranzystor jest elementem 3- warstwowym, 2 typy tranzystorow:
kazda warstwa ma inny typ przewodnictwa n-p-n
p-n-p

3 elektrody:

E — Emiter (Emitter)
C — Kolektor (Collector)
B — Baza (Base)

Bez napiecia Emiter — Baza tranzystor nie przewodzi ( I. =1 = 0)



Zasada dziatania tranzystora
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Zasada dziatania tranzystora

Tranzystor typu n-p-n ma odwrotng
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Cecha charakterystyczna tranzystorow
3-wartwowych (bipolarnych) jest stata
(w przyblizeniu) wartos¢ wspotczynnika
wzmocnienia pragdowego 3



Nazwa tranzystor pochodzi z angielskiego zwrotu transfer
resistor, ktory oznacza element transformujacy rezystancje.
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